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DIODES DE SIGNAL ET COMMUTATION_ DIVERSES
DETEGTION AND SWITCHING DIODES - MISCELLANEOUS

Limites
absolugs Caractéristiques générales
Af:r:.b 802“5"09(:5 General Characteristics
USAGES Bofiier | Vg | 1p | '€ TN IR B Kok
USES Type Cose tamb = 25°C max
(V) | (mA) (mA) (1A) (LA) (°C)
IN 54 A 50 30 5 (1V) 7 (10 V) 100 (50 V) 25
Usage Général IN 81 40| 30 3 (1V) 10 (10 V) | 100 (40 V) 25
i | Genersl Purpose IN 198 bo-7 80 | 30 4 (1V) 75(10 V) | 250 (50 V) 75
SF.D 108 100 | 50 5 (1V) 7 (10V) | 250 (100V) 25
AA 113 60 25 3,5(1V) 120 (30 V) 500 (60 V) 25
Détection - AA 119 45| 35 4 (1V) 60 (10 V) | 500 (45 V) 60
Montage Discriminateur  IN 541 DO-7 | 45| 35 4 (1v) | 60(10V) | 500(45V) 60
IN 542 45| 35 4 (1V) 60 (10 V) | 500 (45 V) 60
Détection Video
Video Detection SF.D 106 DO-7 25 30 5 (1V) 10 (1,5V) 200 (25 V) 25
ol e ) SF.D 105 30 30 5 (1V) 120 (10V) | 500 (30 V) 55
emmutation 0 30 TV 50V) | 250 (70 V) | 55
Switch I | g L PRI ] 80N
IN 192 50 | 30 5 (1V) 0(10 V) | 250 (50 V) 55
A FS.36 30 30 | 30 (2V) 0(10 V) | 250 (30 V) 25
Limites
absolues Caractéristiques générales
Qc::é ’?0'2';09(5: General Characteristics
USAGES Botiter | ¥ | 1p | 'EeuS 'r & tamb
USES Tye= Case Yamp = A9RL max
(V) | (mA) (mA) (nA) (rA) (°C)
SF.D 108 A 100 50 | 30 (1V) 7(10V) | 250 (100 V) 25
Usage général IN 270 DO-7 | 80 | 90 200 (1V) 100 (50 V) 25
H A General purpose IN 277 100 | 100 100 (1 V) 75 (10 V) | 250 (50 V) 75
A FS 19 25 110 | 110(1,1V) | 65(10V) | 240 (25 V) 70
Commutatien SF.D 121 DO-7 10 30 | 10(0,8V) | 10(1,5V) | 50(10V) 55
Switch SF.D 122 25 | 50 | 50(0,8V) | 60 (15V) | 100 (25 V) 55
. ., SF.D1I18 A 10 50  10(0,5V) | 10 (6 V) 100 (10 V) 25
Commutation ultra-rapide (AAY 48)
Ultra-high ISt | waoee | 222 T anl anl wime v =y
ra-high speed Switc IN 995 10 0 30  10(0,5V)  10(6V) 100 (15 V) 25
) SF.D 129 B 40 | 200 | 200 (0,75 V)| 75(10V) | 200 (40 V) 70
Commutation fort courant (AAY 49)
. ) el 279 | pouy
High current Switch AAZ 18 20 180 = 10 (0,41 V) 15(10V) | 50 (20 V) 25

H : Homologue C.C.T.
A : Controle Centralise de Qualite (CCQ)



DIODES DE SIGNAL ET COMMUTATION _ DIVERSES
DETEGTION AND SWITGHING DIODES - MISCELLANEOUS

Boltier VR M IR a VR Ig mina C max
Type Case max VE - 1V alV
(V) (nA) (V) (mA) (pF)
BAY 17 DO-7 15 100 12 100
BAY 18 DO-7 60 100 50 100
BAY 19 DO-7 120 100 100 100
BAY 44 DO-7 50 200 50 100 (1,1 V)
BAY 45 DO-7 150 200 150 100 (1,1 V)
IN 456 DO-7 30 25 25 40
IN 457 DO-7 70 25 60 20
IN 461 DO-7 30 500 25 15
IN 462 DO-7 70 500 60 5 8
IN 483 B DO-7 80 25 60 100 n
IN 484 DO-7 130 250 125 100 (1,1 V)
IN 484 A DO-7 130 25 125 100
SF.D 180 DO-7 50 100 50 30 (1,15 V) 4 (moy)
SF.D 181 DO-7 150 100 150 130 (1,15 V)
Boltier VRM IR a Vg Ig min a CalOvV te, a e
Type Casa max VE =1V max max
(V) (nA) (V) (mA) (pF) (ns) (mA)
~ BAY 71 DO-7 50 100 35 20 2 2 10
i SF.D 83 DO-7 30 200 10 100,1v) 4 4 10 |
SF.D 183 DO-7 70 200 40 10 4 4 10
A IN9I4 DO-7 100 25 20 10 4 4 10
s CIN9I4A DO-7 100 25 20 20 4 4 [ o |
A IN 914 B DO-7 100 25 20 100 4 4 10
A 1N 916 | po-7 100 25 20 10 2 4 10
Al IN 916 A DO-7 100 25 20 20 2 4 10
A IN 916 B | po-7 100 25 20 30 2 4 10
IN 3063 DO-7 75 100 50 10 (0,85 V) 2 4 10
IN 3064 DO-7 75 100 50 10 2 4 10
N 3069 DO-7 65 100 50 50 6 50 30
1N 3604 DO-7 75 50 50 50 2 2 10
SF.D 43 F-80 30 200 10 10 (1,1 V) 4 4 10
SF.D 143 F-80 70 200 40 10 4 4 10
IN 4148 F-80 100 25 20 10 4 4 10
IN 4149 F-80 100 25 20 10 2 4 10
IN 4151 F-80 75 50 50 50 2 2 10
1N 4154 F-80 35 100 25 30 4 2 10
IN 4446 F-80 100 25 20 20 4 4 10
IN 4447 F-80 100 25 20 20 2 4 10
IN 4448 F-80 100 25 20 100 4 4 10
IN 4449 F-80 100 25 20 30 > 4 10
IN 4454 F-80 75 100 50 10 2 2 10

A : Sous CCQ (Controle Centralise de Qualite) en 1968.
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DIODES DE SIGNAL ET COMMUTATION_DIVERSES

DETEGTION AND SWITGHING DIODES - MISGELLANEOUS

. VRM IR VR Il min a CalV t, s
Boitier max VE =1V max max
Type Case
(V) (nA) (V) (mA) (pF) (ns) (mA)
SF.D 185 DO-7 50 100 30 100 2,5 10 200
1N 3600 DO-7 75 100 50 200 2,5 6 400
1N 4150 F-80 75 100 50 200 2,5 6 400
. VRM IR VR Il min a CalvV ter e
Boitier B
max VE =1V max max
Type Case
(V) (nA) (V) (mA) (pF) (ns) (mA)
1N 4244 DO-7 15 100 10 20 0,8 0,75 10
. VRM Ir VR lg min a CalOV t, e
Boitier _
max VF > ] V max max
Type Case
(V) (nA) (V) (mA) (pF) (ns) (mA)
SF.p 86 DO-7 150 10 150 50 6 75 30
1N 3070 DO-7 200 100 200 100 5 50 30
Boftier VRM [ VR I mina CalOV t, e
Type Cose max Vg =1V max max
(V) (nA) (V) (mA) (pF) (ns) (mA)
1N 3595 DO-7 150 1 125 200 8
Boltier VRM IR VR lg min a CalOV t, e
Type Case max Ve =1V max max
(V) (nA) (V) (mA) (pF) (ns) (mA)
DB 914 DB 100 25 20 10 4 4 10

ELEMENTS NOUVEAUX



DIODES DE SIGNAL ET COMMUTATION-DIVERSES
DETECTION AND SWITCHING DIODES — MISCELLANEOUS

Caractéristiques géneérales
General Characteristics

Affaiblissement du

Affaiblissement du
courant modulateur (min)

Boftier courant porteur (min)
Type C Nature Carrier voltage Modulating voltage
f=s attenuation (min) attenuation (min)
(Np) (Np)
A 502 GE DM-1 Ge 5 6;:2
A 503 GE DM-2 Ge 5 6,2
A 504 GE DM-1 Ge 4,5 - 6,2
SF.A 301 DM-1 Si 5 6,2
A']LT:':::mOF\’z?!‘::ge: Caractéristiques generales
tamb = 25°C General Characteristics
- Vess (V. ) I
Boitier eff Wrms _ _
Type Cosé Nature appl. tamb = 25°C tamb = 35°C
(V) (A) (A)
SF.M 104 DM-1 Ge 35 0,04 0,02
SF.M 106 DM-1 Ge 45 0,03 0,015
VR IR Caracteristiques générales
Type Nature max max General Characteristics
(V) (mA)
S =100 pA/1000 Lux
PHG1 Ge 30 4 |R = 10pAE0 Lux Turn on 6 s max
S = 50 p.A/]OOO Lux
PHG2 Ge 30 4 IR = 10pA&0 Lux Turn on 6 iis max
Limites absolues Caractéristiques générales
Bofltiers Maximum Ratings General Characteristics
Type Case VRM IFM IFS tumb = 259C lo tamb — 559C
(V) (A) (A) (A) (A)
SF.R 135 RGH 100 15 120 6,5* 2,5%
SF.R 136 RGH 50 15 120 7 * 3 *

* Boitiers sur AILETTES de 70 cm2.

La COSEM est en mesure de fabriquer en série de nombreux moulages modulaires de diodes nues ou de

jonctions.

Pour tous renseignements, nous consulter.
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